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테라헤르츠 나노 광소자, 특히 루프 형태의 나노공진기 (nanoresonator)에 대한 분석 해법

인 Modal expansion method를 이용한 역설계 (inverse design)방법을 통하여 6G 주파수 영

역에서 약 30,000 배의 전기장 증폭도를 달성할 수 있는 구조물을 설계하였다 [1]. 시뮬레이

션을 적용하는 방법에 비해 물리모델의 적용은 매우 빠른시간에 역설계가 가능하다는 장점

이 있다 [1, 2]. Atomic layer lithography [3] 방법을 이용한 나노공진기의 구현 및 terahertz 

time-domain spectroscopy (THz-TDS) 방법을 이용한 측정결과는 약 32,000 배의 전기장 증

폭도를 보였다. 이는 기존 연구 [3]에 비해 300% 정도 개선된 결과이며, 공정오차에 의해 발

생할 수 있는 공진주파수의 청색이동은 시뮬레이션을 통하여 분석되었다. 
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